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Gа2O3
	 представляет	 собой	 широкозонный	

(4,8	 эВ)	 полупроводниковый	 материал,	 хими-

чески	 стабильный	 при	 высоких	 температурах.	
Данный	 оксид	 сочетает	 в	 себе	 хорошую	 элек-

тропроводность	и	прозрачность,	которые	широ-

ко	используются	в	коммерческих	приложениях	в	
основном	в	качестве	прозрачных	и	проводящих	
покрытий,	детекторов	или	электродов.	SnО2	так-

же	является	оксидным	полупроводником	n-типа	
с	хорошей	электропроводностью.	Этот	материал	
обладает	 отличными	 фотоэлектрохимическими	
свойствами,	 что	 применяется	 в	 твердотельных	
газовых	сенсорах	[1].

На	 сегодняшний	 день	 разработано	 много	
различных	 способов	 получения	 наногетеро-

структур	Ga2O3
	–	SnO2	–	от	термического	испаре-

ния	до	гидротермальных	методов.	Как	правило,	
требуется	 организовывать	 сложные	 многосту-

пенчатые	 процессы,	 включающие	 заполнение	
или	 покрытие	 наночастиц	 [2]	 желаемыми	 ис-
ходными	материалами.	Нет	сомнений	в	том,	что	
одноступенчатый	метод	 сэкономил	бы	 время	и	
затраты	 в	 процессе	 изготовления.	 Разработка	
простых	и	эффективных	одноступенчатых	мето-

дов	изготовления	наногетероструктур,	по-преж-

нему,	является	важной	задачей.	В	данной	работе	
приводятся	результаты	экспериментов,	основан-

ных	 на	 электроискровой	 эрозии,	 позволяющей	

получать	 наногетерострукуры	 в	 системе	 Ga2O3
	

–	SnO2.
Электроискровой	 метод	 включает	 в	 себя	

пропускание	электрического	тока	через	оловян-

ные	электроды,	контактирующие	со	слоем	гра-
нул	 олова	 в	 среде	 водного	 раствора	 перекиси	
водорода.	В	ходе	процесса	гранулы	олова	начи-

нают	эродировать	с	образованием	наноструктур-

ного	диоксида	олова,	и	в	зону	реакции	также	до-

бавляется	порошок	оксида	галлия.	Полученный	
раствор	 отстаивается	 в	 течении	 24	 часов	 и	 да-
лее	сушится	в	течении	4	часов	при	температуре	
100	°С.	Согласно	результатам	рентгенофазового	
анализа,	в	полученных	материалах	обнаружены	
фазы	моноклинного	оксида	галлия	Ga2O3

	и	орто-

ромбического	оксида	олова	SnO2.
На	основе	полученных	наногетероструктур	

были	 изготовлены	 электроды,	 которые	 исполь-

зовались	 в	 качестве	 рабочих	 в	 фотоэлектрохи-

мических	 исследованиях.	 Полученные	 наноге-
тероструктуры	 Ga2O3

	 –	 SnO2	 имеют	 большой	
потенциал	использования	в	зеленой	энергетике	
в	 устройствах	 фотоэлектрохимической	 генера-
ции	водорода.	Применение	наногетероструктур	
Ga2O3

	–	SnO2	позволит	обеспечить	эффективный	
канал	для	передачи	заряда,	регулировать	шири-

ну	запрещенную	зону	(band	alignment)	компози-

ционного	 материала	 и	 усиливать	 фотоэлектри-

ческий	эффект.	
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